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본  릭 층  하는 단계, 상  릭    상에 착시키는 단계, 

상  릭    90℃ 하  도에   건 시  상  릭   80% 

상   고  갖도  하는 단계  포함하는 릭  층    공한다.  본  또한

릭   하는 단계, 상  릭    상에 착시키는 단계,  상

릭    90℃ 하  도에   건 시키는 단계  포함하 , 상  건 가 공 동

거  또는  공하지 는  하여 행 는 릭  층    공한다.  본 

 또한 1  상  릭  체  1,3- 란  포함하는 릭   공한다.

  도 - 도1

공개특허 10-2011-0039503

- 1 -



특허청  

청 항 1 

1,3- 란에 해  1  상  키랄 마틱  질,  시클 헥산 , 시클 프 , 틸 에틸 

또는 들  합  2 매  포함하 , 량  1,3- 란  2 매보다  많  재하는 

릭  .

청 항 2 

1항에 어 , 2 매가 시클 헥산  포함하고, 시클 헥산   시클 헥산 과 1,3- 란  

량  25% 하  릭  .

  

   

본   사  편  같  학체에 사 하  한 릭  에 한 것 ,[0001]

특별하게는 상  에 사 하  한 매  상  학체  하  해 상   건 시키는 

에 한 것 다.

 경  

편   거울과 같  학 치가  플 (LCD's)  포함하는 다 한 에 하다.   플[0002]

는 게  주에 해당한다:  플   후  공 는 라 트( 컨 , 과 ) 

플 ,   플   공 는 ( 컨 , 주변 ) 프 트라 트( 컨 , 사 ) 

플 .  상   플  식  합 어,  들  미한  건 하에 는 라 트 고,  주

변  하에  독   는 과 사(transflective) 플  할  다.

통상  라 트 LCD는   편  사 하  10% 미만   과도  가질  다.  통상  [0003]

사  LCD는 또한  편 에 하   25% 미만  사도  갖는다.  상  플  낮  

과도 또는 사도는 플  도  감 시키고    필  할  다.

사  편 는 다   뿐만 니라 들 플 에 사 하  해 개 었다.  사  편 는 우[0004]

 하나  편  갖는  사시키고,  또는 직 편   과시킨다.  상  사   재

  어 보다    편   변 고 라  보다   과  가   다.

사  편 는   많    하지  고   과   사하는  것  람직하다.

람직하게는,  상  사  편 는  원하는   에  걸쳐  과  편 에  한  10%  하  

갖는다.   LCD는   에 걸쳐 동 , 라 , 사  편  또한  그  같

   에 걸쳐 동해  한다.

 내

본  상   타 에 사 하  한 학체  하는    공한다.[0005]

본  하나  는 릭   하는 단계, 상  릭    상[0006]

에 침착시키는 단계,  상  릭    90℃ 하  도에   건 시  상  

릭   80% 상   고  갖도  하는 단계  포함하는 릭  층   

공한다.  또하나  에 , 상   건 는 60℃ 하에  어난다.  또다  에 , 상  

건 는 30℃ 하에  어난다.

본  또다  는 릭   하는 단계, 상  릭    상[0007]

에 침착시키는 단계,  상  릭    90℃ 하  도에   건 시키는 단계  포함

하 , 상   건 가 상  릭   에  공 동  거  또는  공하지 는 상

태에  행 는 릭  층    공한다.
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본   또다  는  1  상  릭   체   1,3- 란  포함하는  [0008]

공한다.  본  또다  는 1  상  릭  체, 1,3- 란  1  상  여타

매  포함한다.

본  첨  도 과 연 하여 본  다 한 에 한 하 상 한  고 하여 욱 하[0009]

게 해    것 다.

도  간단한 

도 1  본   하나  에 사   는 시  건  치  사시도 고;[0010]

도 2는 도 1  건  치  단 도 ;

도 3  도 1   3-3  라 단한 단 도 고;

도 4는 본   하나  에 사   는 또하나  시  건  치  사시도 ;

도 5는 도 4  건  치  단 도 고;

도 6  본   하나  에 사   는 또다  시  건  치  개략도 ;

도 7  본 에 는  플  하나   개략도 고;

도 8  본 에 는  플  또하나   개략도 ;

도 9는 본 에 는  플  또다   개략도 다.

 실시하  한 체  내

본  다 한   체  태가 가능하지만, 그 체  것  도 에  나타내었 ,  상[0011]

 할 것 다.  그러나, 는 본  여 에 재  특  에 한시키고  함  님  해

어  한다.  그  , 본  사상과 주에 해당하는 든 변 , 동등   체  포함하고  한다.

본 에 는 릭    릭  질  1  상  매  포함한다.[0012]

릭   또한 개시 , 결 , 경 , 가 ,  해 지 , 산 지 , 가 , 해

,   ,  또는 가시 -  염료  료  능하는 합  함 할  다.

릭  질   키랄(chiral)  또는 , 또는 키랄과 키랄(achiral)  합[0013]

 포함하 , 단량체, 합체 또는 리고   다.  릭  질  1  상  릭 

합 ( 릭  합체 포함), 1  상  릭  체( 릭  합  하

해 사   는), 또는 들  합  포함할  다.  릭  합   본질 상 키

랄  하나 상   단  ( , 칭  하지 )  본질 상 닉(mesogenic)  ( ,  상

 나타내는) 어도 하나   단  포함한다.  릭  합  또한 키랄  마틱(nematic)

 합 라고도 리운다.  릭  합     학  (director)( , 평균

  향  향에  단  )가 상  에 직  차원(나  )  라 나  식  

하는 릭  상  할  다.

릭  층  피치는 상   또는 겐  360° 하는  걸리는 거리(상  에 직[0014]

향 ) 다.  상  거리는  250 내지 600 nm 상 다.  릭  층  피치는 1  상

키랄 합 ( , 릭  합 )  또다  합 ,  마틱  합 과 다 한 

합 또는 달리 합( , 공 합에 해)함   변   다.  그러한 경우, 피치는 상  

릭    키랄 합  상  몰  또는 량 에 한다.  피치는  심 는 

 과 슷하게 택 다.  상   나    (dielectric tensor)에 어  공간

 주  변  가 , 것  다시   택  사  킨다.   들 , 피치는  가시

,  또는  에  또는 들   합에  택  어나도  택   다.

릭  합체  포함하는 릭  합   체가  공지 어 고 당업 에게[0015]

공지   릭  합  또는 체가 본 에 사   다.  합한 릭  

합   체  가 미  특허  4,293,435 , 5,332,522 , 5,886,242 , 5,847,068 , 5,780,629

, 5,744,057   6,309,561 에 재 어 다.  그러나, 여 에 개시 지  다  릭  
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합   체도 본 에 사   다.

, 릭  합  또는 체는 극  사 하고  하는 특   또는 학체에 [0016]

하여 어도  택 다.  릭  합  또는 체  택에  고   는 특징  

 , 피치, 가공 , , 색상, 심 는  역에  낮  도, 다  ( , 마틱 

합 )과  상 ,  , 릭  합체  하  한 릭  합 , 체

또는 단량체  , 지, 경    건, 매 거  , 리   학  질( ,

연 ,  강도, 내 매 , 내   상  도)    들  지만 에 한 는 것

니다.

릭  합체  릭  합   닉  포함하는 키랄  또는 키랄[0017]

과 키랄 (단량체 포함)  합  하여 다.  닉 는  강  막  또는

원   또는    다.  닉   라-치   고리  같  라-

치  시클릭  들  지만, 에 한 는 것  니다.  상  닉 는 합체 골격에 

통해 택  결합 어 다.  는  들  , 피리 , 피리미 , 킨, 에 , 킬 , 

칸, 에 , 티 에 , 티 에   미드 능  갖는 능  함 한다.

합한 릭  합체는 닉 (강  또는 연  공단량체에 해 택  리 )  포함[0018]

하는 키랄 또는 키랄 폴리에 , 폴리카보 트, 폴리 미드, 폴리 크릴 트, 폴리 타크릴 트, 폴

리실 산 또는 폴리에 미드 골격  갖는 합체  포함하지만 에 한 지는 는다.  다  합한 

릭  합체  는 키랄  키랄 닉 측쇄  갖는 합체 골격( , 폴리 크릴 트, 폴

리 타크릴 트, 폴리실 산, 폴리 핀 또는 폴리말 트 골격)  갖는다.  측쇄- 는 킬  또는 킬

 시드  같  에 해 골격  택  리 어 연  공할  다.

본 에 는 릭   또한 1  상  매  포함한다.  1  상  매  합[0019]

함 하는 릭  도 본 에 라 재한다.  어  경우에는, 1  상  릭  

합 , 릭  체 또는 가공 첨가 가 매  할 도 다.  1  상  매, 또는 본 

 에  매  능하는  여타  합  가공  도   실질  거 는  것

다.  그들   들  상   건 시  매  시키거나 상  매   시킴

 ( , 매   단량체  시   합체  함 ) 거   다.

본  한 에  릭   1,3- 란  포함한다.  러한 에 , 1,3-[0020]

란  매  능한다.  CAS  646-06-0  1,3- 란  760 mmHg에  75.6℃   가지  20℃에

82 mmHg   갖는다.  1,3- 란  1,3- 사시클 탄, 1,3- 란, 란, 포 말 리 ,

리 포 말  리  틸  에  포함하는 다  동 어  갖는다.  학  는 다  학식과 같

다.

[0021]

1,3- 란[0022]

1,3- 란  에틸  리 과 포 드  고리   생  건에 라  에  또는 [0023]

탈  질  나타낼  다.  1,3- 란  본  릭  에 사 는 릭 

 합  또는 체  가 하는 능  하여  본  릭  에  매

 하다.   단량체  같  다  릭  체는  향  고리  가지 , 

는 통상   매 에  매우 한 해도  가질  다.

본 에 는 릭   또한 다  매 또는 매  하는 합  포함할  다.[0024]

본  한 에 는, 릭  에 2  상 한 매가 사 다.  그러한 에 , 하

나  매는 릭   다     가 시키는 능   하여 택   고,

다  매는 릭   건  특   가공에 향  주도  사   다.  또다  에

는 3  상  매가 사   다.

본  한 에  본  릭   1,3- 란  2 매  포함한다.  본 [0025]
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 한 에 , 상  2 매는 1,3- 란보다 낮   도  갖는다.  낮   도  갖는 2

매는 건  도  늦  해 1,3- 란과 합 어 사   다.  2 매  사   는 매

 트라 드 란, 2- 틸 트라 드 란, 트라 드 피란, 틸카보 트, 에틸  리  

틸 에 , 시클 프 , 틸 에틸 , 시클 헥산   들  합  들  다.  본  또다

에 , 본  릭   1,3- 란  시클 헥산 , 시클 프 , 틸 에틸

 또는 들  합  포함한다.

1,3- 란  뿐만  니라  시클 헥산  같  2  매  포함하는  본   에  2  매는[0026]

( 량 ) 1,3- 란보다   많  재하지 는다.  본  한 에 , 시클 헥산

(또는 다  2 매)   1,3- 란  2 매  량( 량 )   50% 미만 다.  본  또다

 에 , 시클 헥산 (또는 다  2  매)   1,3- 란  2 매  량( 량 )  

25% 미만 다.  또다  에 , 시클 헥산 (또는 다  2 매)   1,3- 란  2 매  

량( 량 )   15% 미만 다.

사 는 2 매   사  가공 건 하에 릭   하는  걸린 시간  [0027]

 하여 어도  결 는 것  다.  시클 헥산  사 하는 한 체  실시 에 , 시클

헥산  람직한  리한 트라 트  또는 향  여하는 시클 헥산  람직한  갖는 

능  결   다.  사 는 2 매   건  시간  어닐링 시간 사  타  근거

하는 것  욱   다.

본 에 는 릭   또한  단량체 또는 타 량 합  합 또는 가[0028]

 개시하도  능하는 합 개시  포함할  다.  합한 합 개시 는 합 또는 가  개시  진

행시키는  라 칼  생 할  는 합  포함한다.   라 칼 개시 는  또는 감  

한  포함하는 다  에 하여 택   다.  람직하게는, 상   라 칼 개시 는 

또는 다  것에 해 상  릭  층에  가 색상  생시키지 는다.

 라 칼 개시 는  열   라 칼 개시  또는 개시 다.  열 해 시  라 칼  생[0029]

하는 열   라 칼 개시 는  들  과산 , 과 산염 또는 니트릴 합  포함한다.  개시

는  사 또는  사에 해   다.  합한 개시   늄 염 개시 ,

 개시 ,   염 개시 , 해가능한 실란, 재  폰산, 포 핀 시드, 시클

헥실 닐 , 민 치     들  지만, 에 한 는 것  니다.  

  (UV) 사가 개시  하  해 사 지만 다  원 또는 사(e- )가 사  도 

다.  개시 는 특    에 근거하여 택   다.

본 에 는 릭   또한 산 , 결 , 경 , 가 ,  해 지 , 산[0030]

지 , 가 , ,  또는 진재  같  도 ,  상에 침착 후  간   

 향상시키는 능  하는 고 ,  ,  또는 가시  하  한 염료  료  능

하는 합 들  가  함 할  다.

본  릭   릭  층  하  해 당업 에게 공지   [0031]

사   다.  또한, 릭  층  하는  에 어  개량  변  본  

릭   릭  층  하는  사  도 다.  후 하는  본 에 

라 릭  층  하는  사   는     공한다.

릭  층  하는 하나    에 릭   도포하는 것  포함한[0032]

다.  릭      한  포함하는 다   상  에 도포  

다.  그 지 , 상    상  릭  층  하 에  향   다.  

  들  연신 ,  또는 타 천  지  또는 (lyotropic) 향(미  특허 

6,395,354  )  하여  향   다.   향(photoalignment)   미  특허   4,974,941  ,

5,032,009 , 5,389,698 , 5,602,661 , 5,838,407   5,958,293 에 재 어 다.

 후, 릭    층  변 시킨다.  , 상  공  상   건 시[0033]

키고 상  건   어닐링하는 것  포함하거나, 그 지  건   어닐링  어느 도 동시에 

어날  다.  릭  층   매  ; 릭   가 ;  들  열, 

사 ( , 학  사), ( , , 가시  또는 ),   사 하는 릭  
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 어닐링 또는 경 ( , 합 ), 또는 상  또는 사한  합  포함하는 다 한 에 해 행

 다.

 층  하는  한 는 릭   향   상에 침착시키는 것  포함한다.[0034]

침착 후, 상  릭   상   리  도 상  가열하여  상  도

한다.  다  상   리  도 래  냉각시키  상    상  지 다.

 층  하는 또하나    향  공하는  상에 릭   침착시키[0035]

고, 상   건   어닐링하여 매  거함  리고   향시키는 것  포함한다.

릭  층  하는 또다   릭   에   건 시키는 것  포함[0036]

한다.  여 에  사 는 릭   "  건 "는 하는 고  (%고 ) 또는 남

 는  매 (%  매)     지 건 하는 것 다.  고     

매  하에 주어진 학식  계산   다.

% 고  = 고  량/( 매 량 + 고  량) * 100[0037]

%  매 = (10,000/%고 ) - 100[0038]

또는[0039]

%  매 = ( 매 량/고  량)*100[0040]

본  하나  에 ,  건  릭    80% 상  하는 고  ,[0041]

또는  25% 하   매  갖는 것 다.  본  또다  에 ,  건  릭

   90% 상   고   또는  11% 하   매  갖는 것 다.

본  하나  에 , 릭    90℃ 하  도에   건 다.  본 [0042]

또다  에 , 릭    60℃ 하  도에   건 다.  본  또다  

에 , 릭    30℃ 하  도에   건 다.

90℃ 하  도에  상  릭    건 하는 것  그  해 는 릭 [0043]

필 에 람직한 과  가   지만, 드시 그럴 필 가 는 것  니다.  상  릭  

 90℃ 하  도에   건 하는 것  매가 는 도  감 시킬 뿐 니라  합체 또는

단량체가 향 는 도  가시킨다.  90℃ 하  도에   건 는  도가 낮  경우  과

 도  어날  는   감 시키는 것  생각 다.  그러한 는 러한 가 원  

는 상  복 하  해 어닐링 도  가  시간  므  람직하지 다.  그러므 , 가 어나지

 경우, 그러한 상  복 하  한 시간  필 하지 므   어닐링 시간  감 다.   보

다  도에 도달하 , 상  는  어나지 , 라  90℃ 하에   건 는 그러한 람

직한 과  래하 에 하다.

, 건  도가 낮 , 릭  층에 람직한 과가 생  다.  또한, 건  도가[0044]

낮 , 릭  층  건 시키는    시간  걸린다. 사 는 매(들)에 라, 건  도가

감 함에 라, 상  층   건 지   거나 건  해 과도한 시간  걸릴 도 다.  그러므

, 본  한 에 , 사 는  건  도는   건  람직한  과  낮  도

에  상  층  건 시키는  드는 시간 사 에  타  결과 다.

상  릭   건 하는 또다   감  공 동 건   사  포함한다.  욱[0045]

체 , 건   릭    에  공 동  거  또는  공하지 는

건 하에 상  릭   건 시키는 것  포함한다.  하나  에 , 상  건  건

도  릭    /  계  근처에  경계 층 과  상 변  건  향상   공

할  다.

공 동  거  또는  공하지 는 건 하에  건   미  특허  5,581,905 , 5,694,701[0046]

  6,134,808 에  찾 볼  는 것들  포함한다.  또한, 공 동  거  또는  공하지 는 상

  사한 건   진보가 본  에 사    것  측 다.

본  한 에 ,  역  포함하는 치가 상  릭   건 시키는  사[0047]

다.  그러한 치는    에 , 어  경 간격  만든다.  상  치는  건
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 에  통상  사 는 체 통   사 하지 고 릭   매  

거  행한다.  체 통  하지 는 건 는 통  가열과 연  공 동에 해 래   는 결함

 감 시키는 것  생각 다.  그러한 결함  지  경우, 릭   결함  재

할 필 가 없  에 보다 신 하게 어닐링   는 것  생각 다.

릭    에  공 동  거  또는  공하지 는 건 하에 상  릭[0048]

  건 시키  해 사   는 치   도 1에 나타낸다.  치(100)는 상  릭

 (106)  매  시키고 그   역(102) 에 집하는 능  한다.  릭 

(106)   (104) 상에 다.  (104)  웹(도 1에 나타내지 ) 상에 치할  

지만, 그래  할 필 가 는 것  니다.

 역(102)  릭  (106)   에 하여 움직 다.  는 그러한 상  움[0049]

직  허 하는  열에 해 행   다.   들 , 상  릭  (106)  그 

(104)  동할  고, 상   역(102)  동하거나 들  어  합   다.

 역(102)  릭  (106)  (104)보다 낮  도에  도 다.  러한 상[0050]

도 차 가, 상  릭    매  상   어  역(102) 상에 

게 할  다.

도 2에  보는  같 , 상   역(102)  릭  (106)보다 에, 그러나 그 가 에[0051]

치한다.   역(102)  릭  (106)  열  상  릭  (106)  

에 , 실질  편평한 간격(108)  한다.  하나  에 , 상  간격(108)   20 티미 (cm)

또는 그 하  거리에 해당한다.  또하나  에 , 간격(108)   10 cm 하 고, 또다  에 ,

상  간격(110)   5 cm 하 다.

상  간격(108)에 해 만들어진 어  경  상  릭  (106)  에  공  동  거[0052]

 또는  공하지 는다.  공 동  거  또는  없는 것  릭   어닐링하는

 도움  주 , 것   나  향  릭  필  생 하고, 짧  시간 동  사하게 향  

릭  필  하거나, 들  어  합   다.

릭  (106)  매가 하 , 는 상  간격(108)  가 질러 동하여,  역[0053]

(102) 에  상   역(102)  어  식  거 또는 거 다.  도 3  상   역

(102)  매  거 또는 거하  한 하나   도시한다.  상  에 ,  역(102)  

 매  연  (115) 지 (도 2 참 ) 가  동시키는   하는 가  개  채  또는 

(114)  가질  다.  그 후 매는 그것  연  (115)  울 울 어지  집   다.

도 4  5는 본  건  단계에 사 하  한 치  또하나   도시한다.  상  치(110)는 도 1 [0054]

2에 하여 한 것과 같   포함하지만 가열 역(112)  또한 포함한다.  가열 역(112)  

(104)  지   에 치한다.  상  가열 역(112)  (104)(  상  (104)  래에 

 는  래에  )  통해 열  달하여 상  릭  (106)  매  

 돕는다.

본  또다  에 , 공 동  거  또는  공하지 는 건   보 (shroud)  사[0055]

 다.  보  는 도 6에  볼  다.  도 6  릭   릭  필

하  한 가공 시  (600)  도시한다.  도 6에 , 릭   에 (602)에

담겨, 것  (603)  공 한다.  상  (603)는 (604)  에 릭   

(606)  한다.  (606)  상  (604) 에 착  후, 동 시   (604)  (60

6)  상  보 (605) 내  한다.  (606)  상  보 (605)  통과한 후, 여타 공  단계가 행

 다.  그러한 여타 단계  는  내에  가열, 사  타 처리  한  포함한다.

보 (605)   (603)  (606)  한 후  가공 시 에 치 다.  본  하나[0056]

에 , 상  보 (605)  (606)  (604)에 도포  직후에 치 다.  보 (605)  

(606)  하는 (604)   에, 래에, /또는 측  상에 치한 라고   다.

하나  에 , 보 (605)  (604)  (606)  든  러싸는  포함한다.  보

(605)    열   함 하지 , 상  보  피 내에  도  능동  어

하지 는다.
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보 (605)  (606) 주 에 공 동  거  또는  공하지 도  능한다.  (606) 주변  공[0057]

동   상  보 (605)  (606), (604)  닥 , 또는 그  재하는 거리에 해

어도  어   다.  하나  에 , 보 (605)  내   (606), (604)

닥 , 또는 그   20cm 하  어  다.  또하나  에 , 상  거리는  10 cm 하

고, 또다  에 는  5 cm 하 다.  또다  에 , 상  보 (605)  내  , 상  가

공 시  능  해하거나 (606)과 간 하지 고, (606), (604)  닥 , 또는 그 에

가능한 한 가 다.

본 에 라 릭   건 시킨 후, 당업 에 해  사 는  가 가공[0058]

단계가 행   다.

본   당업 들에는, 1,3- 란  단독 사 , 1,3- 란과 또다  매  합  사 , 감[0059]

  건  도  단독 사  또는 공 동  거  또는  공하지 는 건   사  실

 합  사    해 어  한다.

릭   하나  원편 ( ,  또는 우 원편 )  갖는  실질  사시키거나  [0060]

 특  드폭에 걸쳐 다  원편 ( , 우 또는  원편 )  갖는  실질  과시키는 릭

 층    다.  상  특  릭  질  에 한 직 사  도   

사 또는 과  한다.  다  각  도 는   상  릭  질에 해 타원

 편  것 고, 래그(Bragg) 사 피크는 그 -상   청색- 동 다.  릭

 질  , 하에 행 는  같  직 사 에 하여 특징 지만, 상  질   공

지   하는 - 직 사 에 하여 결  도   식  것 다.

상  릭  층  단독  또는 다  층 또는 치  합 어 사 ,  들  사  편[0061]

 같  학체  할  다.  릭  편 는 사  편  한  사 다.  

릭  편  피치는 다층 사  편  학  층 께  사하다.  피치  학  층 께는 

릭  편  심   다층 사  편  각각 결 한다.  릭  편   

는 다층 사  편 에  동 한 학  층 께  갖는 다층  사 과 사한 학  복 단  

한다.

릭  층에 해 사   심  λ0  트럼 드폭 Δλ는 상  릭  피치[0062]

p에 한다.  심  λ0 는 다  학식에 해 근사 다:

λ0 = 0.5(no + ne)p[0063]

상  식에  no  ne는  에 평행하게 편  에 한 릭  (ne)  상  [0064]

 에 직  편  에 한 릭  (no) 다.  트럼 드폭 Δλ는 다  

학식에 해 근사 다:

Δλ = 2λ0(ne - no)/(ne + no) = p(ne - no)[0065]

릭  편 는 개개   상에 각각  치  개  미리-  릭  층  상 한[0066]

피치  층하거나 다  식  림    다 ( , 상 한 ,  들  상 한 량 

 키랄  마틱  합  또는 단량체  갖는 층).  상   층  그 층들 사   질  산시키

도  가열 다.   층 사  질  산   층  개개  피치 사  에 걸쳐 층  피치가 변하는 결

과   래한다.  릭  편  하는 타   들  미  특허 원 

09/790,832 ; 09/791,157 ;  09/957,724 에 재 어 다.

릭  학체는 과 ( , 라 트), 사   과 사  플  포함하는 다 한 학 [0067]

플   타 에 사   다.   들 , 도 7  한  같  플  매질(402), 라

트(404), 릭  사  편 (408),  학  사체(406)  포함하는 하나  시  라 트 

플  시 (400)  개략  단 도  보여 다.  상  플  시  택  릭  

사  편   또는 별도    (waveplate)  포함하여 상   사  편

원편   직  편   변 시킨다.  상  라 트(404)  마주보는 플  치

(402)  한쪽 에 뷰어가 치한다.
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상  플  매질(402)  라 트(404)  사   과시  상  뷰어에 보 또는 상  나타낸[0068]

다.   플  매질(402)  하나  실시 는  하나  편  상태   만  과하는  

플 (LCD) 다.

상  플  시 (400)  보  해 사 는  공 하는 라 트(404)는  들  원(416)  [0069]

도 (418)  포함하지만, 다  라 트 시  사  도 다.  도 7에 나타낸  도 (418)는 

 직사각  단  갖지만, 라 트는  합한 태  갖는  도  사 할  다.  

들 ,  도 (418)는 쐐 , 채 , 사-쐐  도  등   다.   도 (418)는 원(416)

  하여 그  사할   것  주  고 다.  그 결과,  도 (418)는  사체

( , 학  사체(406)),  카니   원하는 능  행하  한 여타  포함할  다.

사  편 (408)는 한  같  하나 상  릭  학체  포함하는 학  필 다.  [0070]

사  편 (408)는  도 (418)  나가는 하나  편  상태   실질  과시키고 상   

도 (418)  나가는 상 한 편  상태   실질  사하도  공 다.

도 8  사   플 (500)  한 태  개략도 다.  상  사   플 (500)는 플[0071]

 매질(508), 릭  사  편  거울(504),  킹(506)   편 (502)  포함한다.

 플 (500)는  치  합  편   하게 편   변 시키  해 

릭  사  편 (504)   또는 별도    택  포함한다.

 플 (500)는 (510)  편 시키는  편 (502)에 해  능한다.  다 , 편  [0072]

플  매질(508)  통해 동하여 거 에   원편   하나가 상  릭  사  편

거울(504)  사 어 플  매질(508)   편 (502)  통해 역  통과한다.  다  원편

 릭  사  편 (504)  통과하  킹(506)에 해 다.  상  사   플

(500)  사  편 (504)는 한  같  하나  릭  학체  포함한다.  릭

 학체  체  택   들  가격, 크 , 께, 재료  심 는   같  들에 

할  다.

도 9는 과 사   플 (600)  한 태  개략도 다.  상  과 사   플 (600)는[0073]

상 지연 플  매질(608),  거울(603), 릭  사  편  거울(604), 라 트(606)  

 편 (602)  포함한다.  상  플  시 , 상   치  합  편  갖는 

하게 편   변 시키  해 릭  사  편 (604)   또는 별도  

  택  포함한다.  사 드에 는,  주변 (610)  상   편 (602)에 해

편 어, 플  매질(608)  통해 동하고,  거울(603)에  사 어, 플  매질(608)  

 편 (602)  통해 역  통과한다.  낮  주변  경우에 는, 라 트(606)가 고  

릭 편 (604)  택  통과하고, 하게 편   플 에 공하도  다.  쪽

 역- 사, 재   택  상  릭 편 (604)  통과하여 라 트 도  과  

가시킨다.  상  사   플 (600)  사  편 는 한  같  하나  릭  

학체  포함한다.  릭  학체  체  택   들  가격, 크 , 께, 재료  심 는

  같  들에 우   다.

릭  학체는  플 에 다  질들  향상시키거나 공하는 다 한 여타   필[0074]

과 함께 사   다.  그러한   필   들  도 향상 필 , 4 (quarter)   필

포함하는 지연 , 다층 또는 연 / 산 상 사  편 ,   사체, 프리   사체, 산

사  사체, 다층   사체  그램  사체  포함한다.

하  실시  든 학  달리 시 지 는 한 드리 사(Aldrich, Inc., Milwaukee, WI)  [0075]

  다.

실시  1[0076]

1,3- 란  다  매  다 한 단량체  해도 [0077]

4-(2- 크릴 시-에 시)- 산 4'-시 - 닐-4-  에 는 하  학식   갖는 릭[0078]

 단량체  럽 특허 원  834754 에 재   같    다.
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[0079]

4-(2- 크릴 시-에 시)- 산 4'-시 - 닐-4-  에  고  (끓는) 트라 드 란  고[0080]

 1,3- 란에 해시 다.  단지 20%  단량체가 트라 드 란에 해  한편, 40%가 1,3- 란

에 해 었다.  는 4-(2- 크릴 시-에 시)- 산 4'-시 - 닐-4-  에  는 

릭  단량체는 트라 드 란에 보다 1,3- 란에  욱 해  보여 다.

실시  2[0081]

건  도  한 또다  매  첨가[0082]

 1에 나타낸  합하고 해시   A  하 다.[0083]

 1

합[0084] 량 

시  닐 에 트 크릴 트 30%

리 칼라(Paliocolor) LC 756 (BASF, Charlotte, NC) 2.2%

사  탄 0.25%

(Vazo) 52 (Wilmington, DE) 0.83%

1,3- 란 66.7%

 A  질  지시키고  60℃에   18 시간 동  가열하여 크릴 트  합  개시하 다.  그 후[0085]

 A  사 하여 하   2에 나타낸  같   B  C  하 다.

 2

[0086]  B  량  C  량 

 A 50% 50%

4'-시 -4- 드 시 닐 5% 5%

1,3- 란 32.5% 45%

시클 헥산 12.5% 0%

 B  C  100 μm 폴리에틸  프탈 트(PET) 필  상에 (습   께  12 내지 15 μm)  2.5[0087]

마 크 미 (μm)  건  께  하 다.  어   PET 필 (  3에 나타낸)  1  동  30℃ 또는

90℃에  건 시 다.  그 후 람다(Lambda)  900  도계(Perkin  Elmer,  Santa  Clara,  CA)  하여 

400 nm 내지  500 nm   평균 사  측 하 다.  다 , 상   120℃에   5  동  어닐

링하 다.   그  후  택  사  역에  1/4   필 에  하여  45도  향  랜- 마 (Glan-

Thomas) 편  하여 과 트럼  측 하 다.  택  사가 상   역에  과  낮 지

게 하 다.  다 , 편  향하여  과 ( )  득하고 트럼  하 다.  득 는 

 측   690 나 미 (nm) 내지  580 nm에  평균하 , 는 하   3에  볼  다.

 3

[0088] 건  도 사 (%) (%)

B 30℃ 14.8 23.6

B 90℃ 38.5 27.8

C 30℃ 27.4 27.2

C 90℃ 42.3 31.4
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상 한 건  도에  사한  함 , 보다 낮  건  도  건  후  낮  사 값  갖[0089]

는 릭  필  결과  가 는 것    다.  보다 낮  사 값   필   탁

하고 보다  결함  갖는 것  미하 , 라  상   어닐링하는  보다  시간  걸릴 것 다.

보다 짧  어닐링 시간  릭   가공  한 한 진보 다.  보다 짧  어닐링 시간

또한 필   개 거나(감  값), 달리 말하  필   측 에 해 나타나듯  보다 나

편  것   미한다.

 3  결과는 또한  B   2 매, 본 실시 에 는 시클 헥산  첨가에 해 생  차  나타[0090]

낸다.   B  측  결과  각각 30℃  90℃에   C  함 ,  B에 재하는 시클 헥산

 첨가가 또한  결함  감 시킴(보다 낮  사 값에    듯 )    다.  보다 낮  건  

도  경우에  같 , 낮  사 값  필   탁하고 보다  결함  가짐  미하 , 는  3에 나타

난  같  보다 짧  어닐링 시간,  보다 낮  도  나타내게 할 것 다.

본 에 , 실시   는 본     도  한  공한다.  본 [0091]

많  가 본  사상  주  어나지 고 행   므 , 본  하에 첨 하는 청

항들에 한다.

도

도 1

도 2
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도 3

도 4

도 5
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도 6

도 7

도 8
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도 9

공개특허 10-2011-0039503

- 14 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 기 술 분 야 2
 배 경 기 술 2
 발명의 내용 2
 도면의 간단한 설명 3
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 3
도면 3
 도면1 11
 도면2 11
 도면3 12
 도면4 12
 도면5 12
 도면6 13
 도면7 13
 도면8 13
 도면9 14
